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Unordnung, ergeben die bisher beste
experimentelle  Realisierung  eines  rein

Abb 1: Messungen des spezifischen  Widerstandes p(T) fir verschiedene ynordngungsinduzierten Metall-Isolator-
Legierungen von GexSn1xSb;Teq4 Ubergangs (MIT)

Measurement temperature Tm inc

Bei hohen Temperaturen lasst sich ein MIT durch die Steigung ;
des  temperaturabhdngigen  spezifischen = Widerstandes
nachweisen. Eine negative Steigung deutet auf einen Isolator hin,

eine positive auf ein Metall. Es wurde bereits gezeigt, dass 107 ¢
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Legierungen der beiden Phasenwechselmaterialien GeiSb,Tes . Gy = 25 Slem ('g")
und Sn;Sb,Te; gut mischbar sind, sich die elektrischen 5’104 1
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isoelektronische Substition gezielt andern lassen und die
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Steigung des spezifischen Widerstandes universell 10 ]
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andert (Abb. 1). Oy = 427 Slem (1) .
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Fur die genaue Analyse eines MIT werden jedoch elektrische 10 10° 10! 107

L. s . Temperature in K
Transportmessungen bei tiefen Temperaturen bendétigt. Dies ?

ermoglicht es alle zugrundeliegenden physikalischen Effekte, wie #PP 2 Tieftemperaturmessungen von GeiShzTes zeigen einen
. . . . . MIT zwischen Probe “g” und “h” [3]

Lokalisierung von Ladungstragern, oder unterschiedliche

Transportmechanismen, zu identifizieren (Abb. 2).

o In dieser Arbeit soll der Metall-Isolator-Ubergang in Zinn-reichen Ge,Sni.Sh,Te, Legierungen untersucht
werden. Dazu stehen eine Reihe von Analyseverfahren zur Charakterisierung von gesputterten Dinnfilmen zur
Verfligung. Insbesondere sollen durch Messungen an einem Tieftemperaturmessplatz Transporteigenschaften wie die
Leitfahigkeit, die Ladungstragerdichte, die Mobilitdt und der Magnetwiderstand bei tiefen Temperaturen ermittelt
werden und eine Unterteilung in Metalle und Isolatoren durchgefiihrt werden.
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